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1. Procedeu de producere a microconductorului in izolatie de sticla, care include degresarea tubului de sticla,
amplasarea 1n interiorul lui a materialului de formare a conductorului si evacuarea din el a aerului prin pompare, topirea
acestora in campul unui inductor de 1naltd frecventd, formarea permanentd in jurul materialului de formare a
conductorului a unui spatiu cvasiinchis din care se trage microconductorul in izolatie de sticld, ai carui parametri se
verifica §i se corecteaza prin modificarea indicilor procesului tehnologic de topire, debitarea gazelor inerte, caracterizat
prin aceea ci inainte de amplasarea materialului de formare a conductorului in interiorul tubului de sticla, ele se
selecteaza dupad parametrii geometrici, viteza de avansare a materialului de formare a conductorului in campul
inductorului, viteza de receptie a microconductorului finit si dupd lungimea potentiald a microconductorului, apoi
materialul de formare a conductorului se modeleaza ca o tijd cu canelura inelara la un capat cu trecere in con la celalalt
capat, tija in tubul de sticla se instaleaza coaxial si se fixeaza prin Incalzirea si strAngerea tubului din exterior la nivelul
canelurii inelare a tijei, se efectueaza etansarea locald a peretelui tubului prin deplasarea lui in zonele de asimetrie,
formand un semifabricat binar, iar inainte de avansarea semifabricatului binar cu conul in cAmpul inductorului de inalta
frecventd el se incédlzeste pana la Imbinarea ermetica a tubului de sticla cu suprafata tijei pe portiunea conica si cea
adiacentd ei, iar debitarea gazelor inerte se efectueaza prin reinnoirea lor permanenta in jurul semifabricatului binar in
zona de actiune a campului inductorului de inalta frecventa.

2. Procedeu de producere a microconductorului conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca parametrii
geometrici, viteza de avansare a semifabricatului binar in campul inductorului, viteza de receptie a microconductorului
finit i lungimea potentiala a microconductorului se determind conform urmatoarelor relatii:

2
Rg R% 2 2 Vy RZ .
=5 Rp [LpZRS (Lg; V—:—z,lncare
Rj Rp P Rp

R; este raza tijei din material de formare a conductorului;

R; - raza firului microconductorului;

R, - raza semifabricatului binar;

R, - raza conductorului in izolatie de sticla;

L; - lungimea tijei din material de formare a conductorului;

L, - lungimea potentiald a microconductorului finit, fabricat din semifabricatul binar selectat;
V, - viteza de avansare a semifabricatului binar;

V, - viteza de receptie a microconductorului.



